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Aplicaciones de espectroscopía de pérdida de energía de electrones en un

microscopio electrónico de transmisión.  



En enero de 2019 se instaló un espectrómetro GIF Quantum ER en el  microscopio electrónico
de transmis ión Tecnai  F20 en el  Centro Atómico Bar i loche,  CNEA. Este espectrómetro
permite obtener espectros de pérdida de energía de los e lectrones (EELS) a part i r  de la
interacción del  haz de electrones con la muestra y  también imágenes f i l t radas en energía
(EFTEM).  Se presentarán ejemplos de apl icaciones de EELS y EFTEM que se i lustran en la
f igura 1 .
F igura 1 .  a)  Patrón de dif racción de haz convergente en condición de dos haces en una
muestra de Al ,  formado por e lectrones que sufr ieron una pérdida de energía menor a 5 eV
(EFTEM de pérdida “cero”) .  Se muestra el  perf i l  de intensidad en el  haz dif ractado 1 1 1 ,  a
part i r  del  cual  se puede obtener e l  espesor local  de la lámina y la longitud de ext inción con
muy alta precis ión ( 1%).  b)  Mapa de espesores ( t/λ )  de una muestra F IB de una mult icapa
crecida sobre soporte de Si  donde λ  es e l  camino l ibre medio,  en cada capa,  para la
excitación de plasmones.  c)  Espectro EELS de alta perdida de energía correspondiente al
borde L de Ge obtenido en una mult icapa Si/Si-20%Ge. Se detal la el  ajuste del  fondo,
sustraído para obtener la imagen EFTEM. d)  Imagen EFTEM correspondiente al  borde de
absorción del  Ge L en la mult icapa Si/Si-20%Ge. Se muestra el  perf i l  de intensidad a lo
largo de la l ínea indicada en la imagen. Las capas de Si  y  Si-20% Ge son de 1 1  nm de
ancho.
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